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Ｉ［ ］ｂ１ Ｒ１＋ＶＢＥ１（ ）Ｔ －
ＶＢＥ２（ ）Ｔ ＝ΔＶＢＥ（ ）Ｔ ＋Ｒ１Ｒ２
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具体 关 系。硅 材 料 的 ＮＰＮ 三 极 管 的 电 流 增
益为［９］：








ＶＢＥ（ ）［ ］Ｔ ×
１＋ Ｒ１Ｒ３β∞








ＶＲＥＦ（ ）Ｔ ＝ Ａ＋ＢＴ＋ＣＴ（ ）２　 １＋ａ０＋ａ１Ｔ－（ ）１ ＝
































































































最低电源电压／Ｖ　 １．８　 １．２　 １．６
带隙基准输出／ｍＶ　 １３９　 ７６７　 １　２８５±１．１




ＰＳＲＲ／ｄＢ＠１０Ｈｚ －１２７ －８４ －７０
ＰＳＲＲ／ｄＢ＠１ＭＨｚ －６７ －２０ －１０































































频率 低 于 １ ｋＨｚ 时，ＰＳＲＲ 为 ９５．７６ ｄＢ，在
－２５℃～１５０℃温度范围内，基准输出电压的温度
系数为２．３９×１０－６／℃。
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